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Relationship between Potential Induced Degradation and Anti-Reflection Coating  

for Crystalline Silicon Solar Cells 
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【【【【はじめにはじめにはじめにはじめに】】】】 メガソーラー発電所における高電圧環境下で引き起こされる太陽電池の劣化である PID

（Potential Induced Degradation）が問題となっており[1]、原因解明とセル・モジュール製造工程におけ

る対策が求められている。PID 現象には複合的な要因が潜んでおり、メカニズムにはまだ不明確な点

が多いが、セル製造工程の反射防止膜（Anti-Reflection Coating : ARC）によって PID の劣化が変動する

ことが報告されている[2]。本研究では、ホローカソードを用いたプラズマ CVD にて ARC を形成した

セル・モジュールの PID 評価を行った。 

【【【【実験実験実験実験装置およ装置およ装置およ装置およびびびび方法方法方法方法】 ARC を島津製作所製のホローカソードを用いたプラズマ CVD にて成膜し

た単結晶および多結晶太陽電池セルを製作した。ARC の屈折率は単結晶太陽電池セルにおいて n=2.12、

多結晶セルにおいて n=2.10 とした。4 セルモジュールを製作し、モジュール材料は敢えて PID による

出力低下が発生しやすいように、封止剤、カバーガラスにはそれぞれ EVA、白板ガラスを用いた。PID

試験環境は「高信頼性太陽電池モジュール開発・評価コンソーシアム」で開発した環境を採用した。

具体的には、25℃、モジュール表面ガラスを水に浸した状態（発電回路に水が漏れることのないよう

に防水パテを使用）、フレームに対して発電回路に－1000V の環境下に 168 時間曝露し、曝露前後のモ

ジュール IV 特性および EL 測定を実施した。 

【【【【実験実験実験実験結果結果結果結果】 単結晶、多結晶太陽電池モジュール共に PID による IV 出力低下は 1%以下となり、EL

画像についても局所的な劣化が見られなかった。一方で、従来プロセスを用いた CVD にて ARC を成

膜した多結晶太陽電池モジュールを同じ PID 試験環境下に 208 時間曝露した場合は、36%の IV 出力低

下が発生し、1 枚のセルでは EL 発光が完全に消失した。これらの結果から、本実験で用いた方法で

ARC を成膜した場合に PID に対する一定

の耐性を有すると考えられる。 
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